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(57)【要約】
【課題】有機発光表示装置及びその製造方法を提供する
。
【解決手段】基板と、基板上に形成された複数個の有機
発光素子を有するディスプレイ部と、ディスプレイ部を
密封する封止層と、ディスプレイ部と封止層との間に配
される保護層と、を含み、有機発光素子は、画素電極、
画素電極上に配され、有機発光層を含む中間層、及び中
間層上に配された対向電極を備え、保護層は、対向電極
を覆うキャッピング層と、キャッピング層上の遮断層を
含む有機発光表示装置である。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に形成された複数個の有機発光素子を有するディスプレイ部と、
　前記ディスプレイ部を密封する封止層と、
　前記ディスプレイ部と前記封止層との間に配される保護層と、を含み、
　前記有機発光素子は、画素電極、前記画素電極上に配され、有機発光層を含む中間層、
及び前記中間層上に配された対向電極を備え、
　前記保護層は、前記対向電極を覆うキャッピング層と、前記キャッピング層上の遮断層
と、を含む有機発光表示装置。
【請求項２】
　前記キャッピング層は、有機物からなる請求項１に記載の有機発光表示装置。
【請求項３】
　前記遮断層は、フッ化リチウム（ＬｉＦ）からなる請求項１または請求項２に記載の有
機発光表示装置。
【請求項４】
　前記遮断層が前記キャッピング層を覆う請求項１から請求項３のいずれか１つに記載の
有機発光表示装置。
【請求項５】
　前記封止層は、少なくとも第１無機膜、第１有機膜及び第２無機膜が順次に積層された
構造である請求項１から請求項３のいずれか１つに記載の有機発光表示装置。
【請求項６】
　前記第１無機膜は、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）からなる請求項５に記載の有機発光
表示装置。
【請求項７】
　前記遮断層が前記キャッピング層を覆う請求項５または請求項６に記載の有機発光表示
装置。
【請求項８】
　前記第１有機膜の面積が前記遮断層の面積よりも大きい請求項７に記載の有機発光表示
装置。
【請求項９】
　前記第１無機膜の面積が前記第１有機膜の面積よりも大きい請求項５から請求項８のい
ずれか１つに記載の有機発光表示装置。
【請求項１０】
　前記封止層は、前記第２無機膜上に形成された第２有機膜と、前記第２有機膜上に形成
された第３無機膜とをさらに含む請求項５に記載の有機発光表示装置。
【請求項１１】
　前記第１無機膜の面積が前記第１有機膜の面積よりも大きい請求項１０に記載の有機発
光表示装置。
【請求項１２】
　前記遮断層が前記キャッピング層を覆い、
　前記第１有機膜の面積が前記遮断層の面積よりも大きく、前記第２有機膜の面積が前記
第１有機膜の面積よりも大きい請求項１０または請求項１１に記載の有機発光表示装置。
【請求項１３】
　前記第２無機膜及び前記第３無機膜の面積が前記第１無機膜の面積よりも大きい請求項
１０から請求項１２のいずれか１つに記載の有機発光表示装置。
【請求項１４】
　基板と、
　前記基板上に形成された複数個の有機発光素子を有するディスプレイ部と、
　前記ディスプレイ部を密封し、少なくとも多孔性無機膜、第１有機膜及び第２無機膜が
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順次に積層された封止層と、
　前記ディスプレイ部と前記封止層との間に配される保護層と、を含み、
　前記有機発光素子は、画素電極、前記画素電極上に配され、有機発光層を含む中間層、
及び前記中間層上に配された対向電極を備え、
　前記保護層は、前記対向電極を覆うキャッピング層と、前記キャッピング層上の多孔性
遮断層と、を含む有機発光表示装置。
【請求項１５】
　前記キャッピング層は、有機物からなる請求項１４に記載の有機発光表示装置。
【請求項１６】
　前記多孔性遮断層は、フッ化リチウム（ＬｉＦ）からなる請求項１４または請求項１５
に記載の有機発光表示装置。
【請求項１７】
　前記多孔性無機膜は、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）からなる請求項１４から請求項１
６のいずれか１つに記載の有機発光表示装置。
【請求項１８】
　前記多孔性遮断層が前記キャッピング層を覆う請求項１４から請求項１７のいずれか１
つに記載の有機発光表示装置。
【請求項１９】
　前記第１有機膜の面積が前記多孔性遮断層の面積よりも大きい請求項１８に記載の有機
発光表示装置。
【請求項２０】
　前記多孔性無機膜の面積が前記第１有機膜の面積よりも大きい請求項１４から請求項１
９のいずれか１つに記載の有機発光表示装置。
【請求項２１】
　前記封止層は、前記第２無機膜上に形成された第２有機膜と、前記第２有機膜上に形成
された第３無機膜と、をさらに含む請求項１４に記載の有機発光表示装置。
【請求項２２】
　前記多孔性無機膜の面積が前記第１有機膜の面積よりも大きい請求項２１に記載の有機
発光表示装置。
【請求項２３】
　前記多孔性遮断層が前記キャッピング層を覆い、
　前記第１有機膜の面積が前記多孔性遮断層の面積よりも大きく、
　前記第２有機膜の面積が前記第１有機膜の面積よりも大きい請求項２１または請求項２
２に記載の有機発光表示装置。
【請求項２４】
　前記第２無機膜及び前記第３無機膜の面積が前記多孔性無機膜の面積よりも大きい請求
項２１から請求項２３のいずれか１つに記載の有機発光表示装置。
【請求項２５】
　基板上に表示領域を定義し、対向電極を含むディスプレイ部を形成する段階と、
　前記対向電極を覆うようにキャッピング層を形成する段階と、
　前記キャッピング層上に遮断層を形成する段階と、
　前記遮断層上に前記ディスプレイ部を密封する封止層を形成する段階と、を含む有機発
光表示装置の製造方法。
【請求項２６】
　前記キャッピング層は有機物からなる請求項２５に記載の有機発光表示装置の製造方法
。
【請求項２７】
　前記遮断層は、フッ化リチウム（ＬｉＦ）からなる請求項２５または請求項２６に記載
の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項２８】
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　前記遮断層が前記キャッピング層を覆うように形成される請求項２５から請求項２７の
いずれか１つに記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項２９】
　前記封止層を形成する段階は、
　前記遮断層上に第１無機膜を形成する段階と、
　前記第１無機膜上に第１有機膜を形成する段階と、
　前記第１有機膜上に第２無機膜を形成する段階と、を含む請求項２５から請求項２７の
いずれか１つに記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３０】
　前記第１無機膜は、スパッタリング法によって形成され、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ
）からなる請求項２９に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３１】
　第１無機膜の面積が前記第１有機膜の面積よりも大きく形成される請求項２９または請
求項３０に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３２】
　前記遮断層が前記キャッピング層を覆うように形成され、
　前記第１有機膜の面積が前記遮断層の面積よりも大きい請求項２９から請求項３１のい
ずれ１つに記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３３】
　前記第２無機膜上に第２有機膜を形成する段階と、前記第２有機膜上に第３無機膜を形
成する段階と、をさらに含み、
　前記第２無機膜と前記第３無機膜は、化学気相蒸着法（ＣＶＤ）により形成される請求
項２９に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３４】
　前記第１無機膜の面積が前記第１有機膜の面積よりも大きく形成される請求項３３に記
載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３５】
　前記遮断層が前記キャッピング層を覆うように形成され、
　前記第１有機膜の面積が前記遮断層の面積よりも大きく、
　前記第２有機膜の面積が前記第１有機膜の面積よりも大きく形成される請求項３３また
は請求項３４に記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３６】
　前記第２無機膜及び前記第３無機膜の面積が前記第１無機膜の面積よりも大きく形成さ
れる請求項３３から請求項３５のいずれか１つに記載の有機発光表示装置の製造方法。
【請求項３７】
　前記遮断層は、ピンホール（Ｐｉｎ－ｈｏｌｅ）構造を有するフッ化リチウム（ＬｉＦ
）からなる請求項２５から請求項３６のいずれか１つに記載の有機発光表示装置の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光素子を利用した有機発光ディスプレイ装置は、現在広く汎用化されているＬＣ
Ｄに比べて速い応答速度を有しており、動画の実現に優れており、自発光して視野角が広
く、高輝度を出すことができて、次世代表示装置として脚光を浴びている。
【０００３】
　前記有機発光素子は、互いに対向した画素電極、対向電極、及び画素電極と対向電極と
の間に介在した有機物を含む発光層からなる。かような有機発光素子は、水分、酸素、光
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などに非常に敏感であって、それらと接触すれば、前記発光領域が徐々に縮小される画素
縮小（ｐｉｘｅｌ　ｓｈｒｉｎｋａｇｅ）現象が発生することがある。また、対向電極が
酸化されることによって、画素縮小（ｐｉｘｅｌ　ｓｈｒｉｎｋａｇｅ）現象が発生する
こともある。
【０００４】
　また、酸素、水分などが発光層に拡散されれば、電極と有機物層との界面で電気化学的
な電荷移動反応が発生して酸化物が生成され、前記酸化物が有機物層と画素電極または対
向電極とを分離させて、暗点（ｄａｒｋ　ｓｐｏｔ）のような現象を誘発することによっ
て、前記有機発光素子の寿命を縮める。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の主な目的は、画素縮小（ｐｉｘｅｌ　ｓｈｒｉｎｋａｇｅ）問題を改善して有
機発光表示装置の寿命を向上させうる有機発光表示装置及びその製造方法を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施例によれば、基板と、前記基板上に形成された複数個の有機発光素子を有するデ
ィスプレイ部と、前記ディスプレイ部を密封する封止層と、前記ディスプレイ部と前記封
止層との間に配される保護層と、を含み、前記有機発光素子は、画素電極、前記画素電極
上に配され、有機発光層を含む中間層、前記中間層上に配された対向電極を備え、前記保
護層は、前記対向電極を覆うキャッピング層と、前記キャッピング層上の遮断層と、を含
む有機発光表示装置を提供する。
【０００７】
　前記キャッピング層は、有機物からなってもよい。
【０００８】
　前記遮断層は、フッ化リチウム（ＬｉＦ）からなってもよい。
【０００９】
　前記遮断層は、前記キャッピング層を覆ってもよい。
【００１０】
　前記封止層は、少なくとも第１無機膜、第１有機膜及び第２無機膜が順次に積層された
構造であってもよい。
【００１１】
　前記第１無機膜は、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）からなってもよい。
【００１２】
　前記遮断層は、前記キャッピング層を覆ってもよい。
【００１３】
　前記第１有機膜の面積は、前記遮断層の面積よりも大きい。
【００１４】
　前記第１無機膜の面積は、前記第１有機膜の面積よりも大きい。
【００１５】
　前記封止層は、前記第２無機膜上に形成された第２有機膜と、前記第２有機膜上に形成
された第３無機膜と、をさらに含んでもよい。
【００１６】
　前記第１無機膜の面積は、前記第１有機膜の面積よりも大きい。
【００１７】
　前記遮断層は、前記キャッピング層を覆い、前記第１有機膜の面積は、前記遮断層の面
積よりも大きく、前記第２有機膜の面積は、前記第１有機膜の面積よりも大きい。
【００１８】
　前記第２無機膜及び前記第３無機膜の面積は、前記第１無機膜の面積よりも大きい。
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【００１９】
　他の実施例によれば、基板と、前記基板上に形成された複数個の有機発光素子を有する
ディスプレイ部と、前記ディスプレイ部を密封して、少なくとも多孔性無機膜、第１有機
膜及び第２無機膜が順次に積層された封止層と、前記ディスプレイ部と前記封止層との間
に配される保護層と、を含み、前記有機発光素子は、画素電極、前記画素電極上に配され
、有機発光層を含む中間層、及び前記中間層上に配された対向電極を備え、前記保護層は
、前記対向電極を覆うキャッピング層と、前記キャッピング層上の多孔性遮断層と、を含
む有機発光表示装置を提供する。
【００２０】
　前記キャッピング層は、有機物からなってもよい。
【００２１】
　前記多孔性遮断層は、フッ化リチウム（ＬｉＦ）からなってもよい。
【００２２】
　前記多孔性無機膜は、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）からなってもよい。
【００２３】
　前記多孔性遮断層は、前記キャッピング層を覆ってもよい。
【００２４】
　前記第１有機膜の面積は、前記多孔性遮断層の面積よりも大きい。
【００２５】
　前記多孔性無機膜の面積は、前記第１有機膜の面積よりも大きい。
【００２６】
　前記封止層は、前記第２無機膜上に形成された第２有機膜と、前記第２有機膜上に形成
された第３無機膜と、をさらに含む。
【００２７】
　前記多孔性無機膜の面積は、前記第１有機膜の面積よりも大きい。
【００２８】
　前記多孔性遮断層は、前記キャッピング層を覆い、前記第１有機膜の面積は、前記遮断
層の面積よりも大きく、前記第２有機膜の面積は、前記第１有機膜の面積よりも大きい。
【００２９】
　前記第２無機膜及び前記第３無機膜の面積は、前記多孔性無機膜の面積よりも大きい。
【００３０】
　一実施例によれば、基板上に表示領域を定義して対向電極を含むディスプレイ部を形成
する段階と、前記対向電極を覆うようにキャッピング層を形成する段階と、前記キャッピ
ング層上に遮断層を形成する段階と、前記遮断層上に前記ディスプレイ部を密封する封止
層を形成する段階と、を含む有機発光表示装置の製造方法を提供する。
【００３１】
　前記キャッピング層は、有機物からなってもよい。
【００３２】
　前記遮断層は、フッ化リチウム（ＬｉＦ）からなってもよい。
【００３３】
　前記遮断層は、前記キャッピング層を覆うように形成される。
【００３４】
　前記封止層を形成する段階は、前記遮断層上に第１無機膜を形成する段階と、前記第１
無機膜上に第１有機膜を形成する段階と、前記第１有機膜上に第２無機膜を形成する段階
と、を含む。
【００３５】
　前記第１無機膜はスパッタリング法によって形成され、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）
からなってもよい。
【００３６】
　第１無機膜の面積は、前記第１有機膜の面積よりも大きく形成される。
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【００３７】
　前記遮断層は、前記キャッピング層を覆うように形成され、前記第１有機膜の面積は、
前記遮断層の面積よりも大きい。
【００３８】
　前記第２無機膜上に第２有機膜を形成する段階と、前記第２有機膜上に第３無機膜を形
成する段階と、をさらに含み、前記第２無機膜と前記第３無機膜は、化学気相蒸着法（Ｃ
ＶＤ）により形成される。
【００３９】
　前記第１無機膜の面積は、前記第１有機膜の面積よりも大きく形成される。
【００４０】
　前記遮断層は、前記キャッピング層を覆うように形成され、前記第１有機膜の面積は、
前記遮断層の面積よりも大きく、前記第２有機膜の面積は、前記第１有機膜の面積よりも
大きく形成される。
【００４１】
　前記第２無機膜及び前記第３無機膜の面積は、前記第１無機膜の面積よりも大きく形成
される。
【００４２】
　前記遮断層は、ピンホール（Ｐｉｎ－ｈｏｌｅ）構造を有するフッ化リチウム（ＬｉＦ
）からなってもよい。
【発明の効果】
【００４３】
　　本発明の一実施例によれば、対向電極の酸化を防止して、画素縮小（ｐｉｘｅｌ　ｓ
ｈｒｉｎｋａｇｅ）問題を改善することができる。
【００４４】
　また、進行性暗点の発現を遅延させて、有機発光表示装置の寿命を向上させうる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の一実施例による有機発光表示装置を示す概略的な平面図である。
【図２】図１の有機発光表示装置のＩ－Ｉ’線に沿って切り取った断面図である。
【図３】図１の有機発光表示装置のＩＩ－ＩＩ’線に沿って切り取った断面図である。
【図４】図３のＰ１部分を拡大した拡大図である。
【図５】本発明の他の実施例による有機発光表示装置を示す概略的な断面図である。
【図６】図５の有機発光表示装置の一部分を概略的に示す断面図である。
【図７】図６のＰ２部分を拡大した拡大図である。
【図８】図１の有機発光表示装置の製造方法を概略的に示す断面図である。
【図９】図１の有機発光表示装置の製造方法を概略的に示す断面図である。
【図１０】図１の有機発光表示装置の製造方法を概略的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　本発明は、多様な変換を加えて多様な実施例を有することができるところ、特定実施例
を図面に例示し、詳細な説明で詳細に説明する。しかし、それは、本発明を特定の実施形
態に対して限定しようとするものではなく、本発明の思想及び技術範囲に含まれる全ての
変換、均等物ないし代替物を含むものと理解されねばならない。本発明を説明するに当た
って、関連した公知技術についての具体的な説明が、本発明の要旨を不明にする恐れがあ
ると判断される場合、その詳細な説明を省略する。
【００４７】
　本明細書で使われる第１、第２などの用語は、多様な構成要素を説明するのに使われる
が、構成要素は、用語によって限定されてはならない。用語は、一つの構成要素を他の構
成要素から区別する目的にのみ使われる。
【００４８】
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　本明細書で、層、膜、領域、板などの部分が異なる部分“上に”にあるとする時、それ
は他の部分の“直上に”ある場合のみならず、その中間にさらに異なる部分がある場合も
含む。
【００４９】
　以下、本発明による実施例を、図面を参照して詳細に説明する。図面を参照して説明す
るに当たって、実質的に同一あるいは対応する構成要素は、同じ図面番号を与し、それに
ついて重複する説明は省略する。図面において複数層及び領域を明確に表現するために、
厚さを拡大して示した。そして、図面で、説明の便宜上、一部層及び領域の厚さを誇張し
て示した。
【００５０】
　図１は、本発明の一実施例による有機発光表示装置を示す概略的な平面図であり、図２
は、図１の有機発光表示装置のＩ－Ｉ’線に沿って切り取った断面図であり、図３は、図
１の有機発光表示装置のＩＩ－ＩＩ’線に沿って切り取った断面図であり、そして、図４
は、図３のＰ１部分を拡大した拡大図である。
【００５１】
　図１ないし図４を参照すれば、本発明の一実施例による有機発光表示装置１０は、基板
１０１、基板１０１上に表示領域ＡＡを定義するディスプレイ部２００、及び前記ディス
プレイ部２００を密封する封止層３００を含む。
【００５２】
　基板１０１は、可撓性基板であり、ポリイミド（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）、ポリエチレン
テレフタレート（ＰＥＴ；ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）、
ポリカーボネート（ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ）、ポリエチレンナフタレート（ｐｏｌ
ｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｎａｐｈｔａｌａｔｅ）、ポリアリレート（ＰＡＲ；ｐｏｌｙａｒ
ｙｌａｔｅ）、及びポリエチルイミド（ｐｏｌｙｅｔｈｅｒｉｍｉｄｅ）のように耐熱性
及び耐久性に優れたプラスチックで構成することができる。しかし、本発明は、それらに
限定されず、基板１０１は、金属やガラスなど多様な素材からもなる。
【００５３】
　ディスプレイ部２００は、基板１０１上で表示領域（Ａｃｔｉｖｅ　Ａｒｅａ、ＡＡ）
を定義し、互いに電気的に連結された薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）と有機発光素子（ＯＬ
ＥＤ）とを含む。一方、表示領域ＡＡの周辺には、パッド部１が配され、電源供給装置（
図示せず）、または信号生成装置（図示せず）からの電気的信号を表示領域ＡＡに伝達す
ることができる。
【００５４】
　以下、図３を参照してディスプレイ部２００をさらに詳しく説明する。
【００５５】
　基板１０１上には、バッファ層２０１が形成されてもよい。バッファ層２０１は、基板
１０１上の全体面、すなわち、表示領域ＡＡと、表示領域ＡＡの外郭とに全面形成される
。バッファ層２０１は、基板１０１を通じた不純元素の浸透を防止し、基板１０１の上部
に平坦な面を提供するものであって、かような役割が行える多様な物質からなる。
【００５６】
　例えば、バッファ層２０１は、シリコンオキサイド、シリコンナイトライド、シリコン
オキシナイトライド、アルミニウムオキサイド、アルミニウムナイトライド、チタンオキ
サイド、またはチタンナイトとイドなどの無機物や、ポリイミド、ポリエステル、アクリ
ルなどの有機物を含有し、例示した材料のうち、複数の積層体で形成することができる。
【００５７】
　バッファ層２０１上には、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が形成される。薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）は、活性層２０２、ゲート電極２０４、ソース電極２０６、及びドレイン電
極２０７を含むことができる。
【００５８】
　活性層２０２は、アモルファスシリコン、またはポリシリコンのような無機半導体、有
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機半導体、または酸化物半導体からなり、ソース領域、ドレイン領域及びチャネル領域を
含む。
【００５９】
　活性層２０２の上部には、ゲート絶縁膜２０３が形成される。ゲート絶縁膜２０３は、
基板１０１の全体に対応するように形成される。すなわち、ゲート絶縁膜２０３は、基板
１０１上の表示領域ＡＡと、表示領域ＡＡの外郭にいずれも対応するように形成される。
ゲート絶縁膜２０３は、活性層２０２とゲート電極２０４とを絶縁するためのものであっ
て、有機物またはＳｉＮｘ、ＳｉＯ２のような無機物で形成することができる。
【００６０】
　ゲート絶縁膜２０３上にゲート電極２０４が形成される。ゲート電極２０４は、Ａｕ、
Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｌ、Ｍｏを含有し、Ａｌ：Ｎｄ、Ｍｏ：Ｗ合金のよう
な合金を含むが、それらに限定されず、設計条件を考慮して多様な材質で形成することが
できる。
【００６１】
　ゲート電極２０４の上部には、層間絶縁膜２０５が形成される。層間絶縁膜２０５は、
基板１０１の全面に対応して形成されることが望ましい。すなわち、表示領域ＡＡ及び表
示領域ＡＡの外郭のいずれにも対応すべく形成される。
【００６２】
　層間絶縁膜２０５は、ゲート電極２０４とソース電極２０６との間、及びゲート電極２
０４とドレイン電極２０７との間に配されて、それらの間の絶縁のためのものであり、Ｓ
ｉＮｘ、ＳｉＯ２のような無機物で形成することができる。本実施例で、層間絶縁膜２０
５は、ＳｉＮｘで形成されるか、またはＳｉＮｘ層とＳｉＯ２層の２層構造からなる。
【００６３】
　層間絶縁膜２０５上には、ソース電極２０６及びドレイン電極２０７が形成される。具
体的に、層間絶縁膜２０５及びゲート絶縁膜２０３は、活性層２０２のソース領域及びド
レイン領域を露出するように形成され、かような活性層２０２の露出されたソース領域及
びドレイン領域と接するように、ソース電極２０６及びドレイン電極２０７が形成される
。
【００６４】
　一方、図３は、活性層２０２、ゲート電極２０４及びソースドレイン電極２０６、２０
７を順次に含むトップゲート方式（ｔｏｐ　ｇａｔｅ　ｔｙｐｅ）の薄膜トランジスタ（
ＴＦＴ）を例示しているが、本発明はそれに限定されず、ゲート電極２０４が活性層２０
２の下部に配されてもよい。
【００６５】
　かような薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）は、有機発光素子（ＯＬＥＤ）に電気的に連結さ
れて有機発光素子（ＯＬＥＤ）を駆動し、パッシベーション層２０８で覆われて保護され
る。
【００６６】
　パッシベーション層２０８は、無機絶縁膜及び／または有機絶縁膜を使用することがで
きる。無機絶縁膜としては、ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、ＳｉＯＮ、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、Ｔ
ａ２Ｏ５、ＨｆＯ２、ＺｒＯ２、ＢＳＴ、ＰＺＴなどを含み、有機絶縁膜としては、一般
の汎用高分子（ＰＭＭＡ、ＰＳ）、フェノール系グループを有する高分子誘導体、アクリ
ル系高分子、イミド系高分子、アリルエーテル系高分子、アミド系高分子、フッ素系高分
子、ｐ－キシレン系高分子、ビニルアルコール系高分子、及びそれらのブレンドなどを含
みうる。また、パッシベーション層２０８は、無機絶縁膜と有機絶縁膜との複合積層体で
も形成することができる。
【００６７】
　パッシベーション層２０８上には、有機発光素子（ＯＬＥＤ）が形成され、有機発光素
子（ＯＬＥＤ）は、画素電極２１１、中間層２１４及び対向電極２１５を備えることがで
きる。
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【００６８】
　画素電極２１１は、パッシベーション層２０８上に形成される。さらに具体的に、パッ
シベーション層２０８は、ドレイン電極２０７全体を覆わず、所定の領域を露出するよう
に形成され、露出されたドレイン電極２０７と連結されるように、画素電極２１１が形成
される。
【００６９】
　本実施例で画素電極２１１は、反射電極であり、Ａｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ
、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ、及びこれらの化合物などで形成された反射膜と、反射膜上に
形成された透明または半透明の電極層を備えることができる。透明または半透明の電極層
は、ＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ）、ＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　
ｏｘｉｄｅ）、ＺｎＯ（ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）、Ｉｎ２Ｏ３（ｉｎｄｉｕｍ　ｏｘｉｄ
ｅ）、ＩＧＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｇａｌｌｉｕｍ　ｏｘｉｄｅ）、及びＡＺＯ（ａｌｕｍｉ
ｎｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）を含むグループから選択された少なくとも１つ以上を備
えることができる。
【００７０】
　画素電極２１１と対向するように配された対向電極２１５は、透明または半透明電極で
あり、Ｌｉ、Ｃａ、ＬｉＦ／Ｃａ、ＬｉＦ／Ａｌ、Ａｌ、Ａｇ、Ｍｇ、及びそれらの化合
物を含む仕事関数が小さい金属薄膜で形成することができる。対向電極２１５は、５ない
し２０ｎｍの厚さに形成することができる。また、金属薄膜の上にＩＴＯ、ＩＺＯ、Ｚｎ
ＯまたはＩｎ２Ｏ３の透明電極形成用物質で補助電極層やバス電極をさらに形成すること
ができる。
【００７１】
　したがって、対向電極２１５は、中間層２１４に含まれた有機発光層から放出された光
を透過させることができる。すなわち、有機発光層から放出される光は、直接または反射
電極で構成された画素電極２１１により反射され、対向電極２１５側に放出される。
【００７２】
　しかし、本実施例の有機発光表示装置１０は、前面発光型に制限されず、有機発光層か
ら放出された光が基板１０１側に放出される背面発光型であってもよい。その場合、画素
電極２１１は、透明または半透明電極で構成され、対向電極２１５は、反射電極で構成さ
れる。また、本実施例の有機発光表示装置１０は、前面及び背面の両方に光を放出する両
面発光型であってもよい。
【００７３】
　一方、画素電極２１１上には、絶縁物で画素定義膜２１３が形成される。画素定義膜２
１３は、画素電極２１１の所定の領域を露出し、露出された領域に有機発光層を含む中間
層２１４が位置する。
【００７４】
　有機発光層は、低分子有機物または高分子有機物であり、中間層２１４は、有機発光層
以外に正孔輸送層（ＨＴＬ：ｈｏｌｅ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ）、正孔注入層
（ＨＩＬ：ｈｏｌｅ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）、電子輸送層（ＥＴＬ：ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ）及び電子注入層（ＥＩＬ：ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）のような機能層を選択的にさらに含むことがで
きる。
【００７５】
　対向電極２１５上には、封止層３００が配される。封止層３００は、少なくとも第１無
機膜３０１、第１有機膜３０２及び第２無機膜３０３を含むことができる。また、封止層
３００とディスプレイ部２００との間には、保護層２２０がさらに形成される。
【００７６】
　以下、図４を参照して保護層２２０をさらに詳しく説明する。
【００７７】
　保護層２２０は、対向電極２１５を覆うキャッピング層（Ｃａｐｐｉｎｇｌａｙｅｒ）
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２２２と、キャッピング層２２２上の遮断層２２４を含む。
【００７８】
　キャッピング層２２２は、対向電極２１５を覆うように形成される。キャッピング層２
２２は、ａ－ＮＰＤ、ＮＰＢ、ＴＰＤ、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ、Ａｌｑ３またはＣｕＰｃなど
の有機物からなり、有機発光素子（ＯＬＥＤ）を保護する機能以外に、有機発光素子（Ｏ
ＬＥＤ）から発生した光の効率的な放出に一助となる。キャッピング層２２２は、２０な
いし２００ｎｍの厚さに形成される。対向電極２１５の端部（ｅｄｇｅ）からキャッピン
グ層２２２の端部（ｅｄｇｅ）までの距離は、５０ないし１５０μｍである。
【００７９】
　遮断層２２４は、ＬｉＦ、ＭｇＦ２またはＣａＦ２などの無機物からなる。遮断層２２
４は、キャッピング層２２２を覆うように形成される。遮断層２２４は、第１無機膜３０
１を形成する過程で使われるプラズマなどが、有機発光素子（ＯＬＥＤ）に浸透して、中
間層２１４及び対向電極２１５に損傷を起こさないように、プラズマなどを遮断する役割
を行う。遮断層２２４の厚さは、３０ないし２００ｎｍの厚さに形成される。キャッピン
グ層２２２の端部（ｅｄｇｅ）から遮断層２２４の端部（ｅｄｇｅ）までの距離は、５０
ないし１５０μｍである。
【００８０】
　遮断層２２４は、大きな双極子モーメント（ｄｉｐｏｌｅ　ｍｅｍｅｎｔ）を有する場
合がある。遮断層２２４と対向電極２１５とが接触する場合、遮断層２２４の前記の大き
な双極子モーメントが対向電極２１５に影響を与えることになり、これにより、対向電極
２１５の表面で酸化反応が発生する可能性がある。対向電極２１５が酸化されることによ
り、有機発光素子の画素縮小（ｐｉｘｅｌ　ｓｈｒｉｎｋａｇｅ）現象が発生する。例え
ば、対向電極２１５がＭｇで形成され、遮断層２２４がＬｉＦで形成される場合、下記化
学式１のような酸化反応が発生する恐れがある。
【００８１】
【化１】

【００８２】
　前記化学式１のような酸化反応によって対向電極２１５が酸化されることにより、有機
発光素子の画素縮小現象が発生する。本発明の一実施例によれば、キャッピング層２２２
が対向電極２１５を完全に覆うように形成されることによって、遮断層２２４と対向電極
２１５とが接触できなくなる。したがって、遮断層２２４と対向電極２１５との表面反応
を防止することによって、遮断層２２４による対向電極２１５の酸化を根本的に防止しう
る。これにより、対向電極２１５の酸化による画素縮小現象を防止することができる。
【００８３】
　保護層２２０上には、第１無機膜３０１が形成される。第１無機膜３０１は、例えば、
酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）からなる。
【００８４】
　一方、第１無機膜３０１上に形成される第１有機膜３０２は、高分子有機化合物で構成
される。第１有機膜３０２は、第１無機膜３０１上に形成され、画素定義膜２１３による
段差を平坦化可能に所定の厚さに形成しうる。第１有機膜３０２は、エポキシ、アクリレ
ートまたはウレタンアクリレートのうち、いずれか１つを含むことができる。第１有機膜
３０２の面積は、第１無機膜３０１の面積よりも小さく形成される。第１有機膜３０２の
面積は、遮断層２２４の面積よりも大きく形成される。これにより、第１有機膜３０２の
面積が拡張されることによって、パネル外郭部での透湿を効果的に防止することができる
。
【００８５】
　第２無機膜３０３は、第１無機膜３０１と第１有機膜３０２とを取り囲むように形成さ
れる。すなわち、第１有機膜３０２は、第１無機膜３０１と第２無機膜３０３とにより全
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体が取り囲まれるので、外部の水分や酸素の浸透が効率よく防止される。
【００８６】
　第２無機膜３０３は、例えば、ＳｉＮｘまたはＳｉＯｘで形成され、化学気相蒸着法（
ＣＶＤ）により所定の厚さに形成される。したがって、第１有機膜３０２上にパーティク
ルが存在しても、パーティクルによって形成される段差を十分にカバーすることができる
。また、第２無機膜３０３は、プラズマを使わない化学気相蒸着法によって形成されるの
で、第２無機膜３０３の形成時、第１有機膜３０２に損傷を与えず、それにより、第１有
機膜３０２でガスが発生する現象を防止することができる。
【００８７】
　一方、第２無機膜３０３は、第１無機膜３０１よりも大きく形成され、表示領域ＡＡの
外部で層間絶縁膜２０５と直接接することができる。また、第２無機膜３０３は、層間絶
縁膜２０５と同じ材質で形成されてもよい。それにより、第２無機膜３０３と層間絶縁膜
２０５との接合力が向上しうる。
【００８８】
　第２無機膜３０３上には、第２有機膜３０４と第３無機膜３０５が形成され、封止層３
００の外面には酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）からなる第４無機膜（図示せず）がさらに
形成されてもよい。
【００８９】
　第２有機膜３０４は、エポキシ、アクリレートまたはウレタンアクリレートのうち、い
ずれか１つを含み、所定の厚さに形成される。第２有機膜３０４は、第１無機膜３０１で
発生した膜ストレスを緩和させ、パーティクルなどが存在しても、これを平坦に覆う。第
２有機膜３０４の面積は、第１有機膜３０２の面積よりも大きく形成される。これにより
、第２有機膜３０４の面積が拡張されることによって、パネル外郭部での透湿を効率よく
防止することができる。
【００９０】
　第３無機膜３０５は、第２有機膜３０４をカバーする。一方、第３無機膜３０５は、第
２無機膜３０３と同じ材質で形成される。第３無機膜３０５は、第２無機膜３０３よりも
大きく形成され、表示領域ＡＡの外部で層間絶縁膜２０５と直接接する。また、第３無機
膜３０５は、層間絶縁膜２０５と同じ材質で形成されてもよい。これにより、第３無機膜
３０５と層間絶縁膜２０５との接合力が向上する。
【００９１】
　かような封止層３００は、交互に配された複数層の追加的な無機膜及び有機膜をさらに
含み、無機膜及び有機膜の積層回数は制限されない。
【００９２】
　また、封止層３００の上面には、保護フィルム（図示せず）が付着されるが、保護フィ
ルム（図示せず）の付着力が強い場合は、保護フィルム（図示せず）の除去時に封止層３
００まで剥離される恐れがある。したがって、保護フィルム（図示せず）との付着力が弱
い酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）からなる第４無機膜（図示せず）をさらに形成すること
によって、かような問題を解決することができる。
【００９３】
　図５は、本発明の他の実施例による有機発光表示装置を示す概略的な断面図であり、図
６は、図５の有機発光表示装置の一部を概略的に示す断面図であり、そして、図７は、図
６のＰ２部分を拡大した拡大図である。
【００９４】
　図５ないし図７を参照すれば、本発明の一実施例による有機発光表示装置２０は、基板
１０１、基板１０１上に表示領域ＡＡを定義するディスプレイ部２００、及び前記ディス
プレイ部２００を密封する封止層２３００を含む。
【００９５】
　基板１０１は、可撓性基板である。しかし、本発明は、これに限定されず、基板１０１
は、金属やガラスなど多様な素材で構成される。
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【００９６】
　ディスプレイ部２００は、基板１０１上で表示領域（Ａｃｔｉｖｅ　Ａｒｅａ：ＡＡ）
を定義し、互いに電気的に連結された薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）と有機発光素子（ＯＬ
ＥＤ）とを含む。一方、表示領域ＡＡの周辺には、パッド部１が配され、電源供給装置（
図示せず）、または信号生成装置（図示せず）からの電気的信号を表示領域ＡＡに伝達す
る。
【００９７】
　以下、図６を参照してディスプレイ部２００をさらに詳しく説明する。
【００９８】
　基板１０１上には、バッファ層２０１が形成される。
【００９９】
　バッファ層２０１上には、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が形成される。薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）は、活性層２０２、ゲート電極２０４、ソース電極２０６、及びドレイン電
極２０７を含むことができる。
【０１００】
　活性層２０２の上部には、ゲート絶縁膜２０３が形成される。ゲート絶縁膜２０３は、
基板１０１全体に対応すべく形成される。
【０１０１】
　ゲート絶縁膜２０３上にゲート電極２０４が形成される。
【０１０２】
　ゲート電極２０４の上部には、層間絶縁膜２０５が形成される。層間絶縁膜２０５は、
基板１０１の全面に対応すべく形成されることが望ましい。すなわち、表示領域ＡＡ及び
表示領域ＡＡの外郭のいずれにも対応すべく形成される。
【０１０３】
　層間絶縁膜２０５は、ＳｉＮｘ、ＳｉＯ２のような無機物で形成することができる。本
実施例で層間絶縁膜２０５は、ＳｉＮｘで形成されるか、またはＳｉＮｘ層とＳｉＯ２層
との２層構造で形成される。
【０１０４】
　層間絶縁膜２０５上には、ソース電極２０６及びドレイン電極２０７が形成される。
【０１０５】
　一方、図６は、活性層２０２、ゲート電極２０４及びソースドレイン電極２０６、２０
７を順次に含むトップゲート方式（ｔｏｐ　ｇａｔｅ　ｔｙｐｅ）の薄膜トランジスタ（
ＴＦＴ）を例示しているが、本発明は、これに限らず、ゲート電極２０４が活性層２０２
の下部に配されてもよい。
【０１０６】
　かような薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）は、有機発光素子（ＯＬＥＤ）に電気的に連結さ
れて有機発光素子（ＯＬＥＤ）を駆動し、パッシベーション層２０８で覆われて保護され
る。
【０１０７】
　パッシベーション層２０８は、無機絶縁膜及び／または有機絶縁膜を使用しうる。また
、パッシベーション層２０８は、無機絶縁膜と有機絶縁膜との複合積層体で形成されても
よい。
【０１０８】
　パッシベーション層２０８上には、有機発光素子（ＯＬＥＤ）が形成され、有機発光素
子（ＯＬＥＤ）は、画素電極２１１、中間層２１４、及び対向電極２１５を備えることが
できる。
【０１０９】
　画素電極２１１は、パッシベーション層２０８上に形成される。画素電極２１１と対向
するように配された対向電極２１５は、透明または半透明電極であり、Ｌｉ、Ｃａ、Ｌｉ
Ｆ／Ｃａ、ＬｉＦ／Ａｌ、Ａｌ、Ａｇ、Ｍｇ、及びこれらの化合物を含む仕事関数の小さ
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い金属薄膜で形成されてもよい。対向電極２１５は、５ないし２０ｎｍの厚さで形成され
る。
【０１１０】
　したがって、対向電極２１５は、中間層２１４に含まれた有機発光層から放出された光
を透過させることができる。すなわち、有機発光層から放出される光は、直接または反射
電極で構成された画素電極２１１により反射され、対向電極２１５側に放出される。
【０１１１】
　しかし、本実施例の有機発光表示装置２０は、前面発光型に限定されず、有機発光層か
ら放出された光が、基板１０１側に放出される背面発光型であってもよい。この場合、画
素電極２１１は、透明または半透明電極で構成され、対向電極２１５は、反射電極で構成
される。また、本実施例の有機発光表示装置２０は、前面及び背面の両方に光を放出する
両面発光型であってもよい。
【０１１２】
　一方、画素電極２１１上には、絶縁物で画素定義膜２１３が形成される。
【０１１３】
　有機発光層は、低分子有機物または高分子有機物であり、中間層２１４は、有機発光層
以外に正孔輸送層（ＨＴＬ：ｈｏｌｅ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ）、正孔注入層
（ＨＩＬ：ｈｏｌｅ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）、電子輸送層（ＥＴＬ：ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ）、及び電子注入層（ＥＩＬ：ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ　ｌａｙｅｒ）のような機能層を選択的にさらに含むことが
できる。
【０１１４】
　対向電極２１５上には、封止層２３００が配される。封止層２３００は、少なくとも多
孔性無機膜２３０１、第１有機膜３０２、及び第２無機膜３０３を含むことができる。ま
た、封止層２３００とディスプレイ部２００との間には、保護層２２２０がさらに形成さ
れる。
【０１１５】
　以下、図７を参照して保護層２２２０をさらに詳しく説明する。
【０１１６】
　保護層２２２０は、対向電極２１５を覆うキャッピング層２２２と、キャッピング層２
２２上の多孔性遮断層２２２４とを含む。
【０１１７】
　キャッピング層２２２は、対向電極２１５を覆うように形成される。キャッピング層２
２２は、ａ－ＮＰＤ、ＮＰＢ、ＴＰＤ、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ、Ａｌｑ３またはＣｕＰｃなど
の有機物からなり、有機発光素子（ＯＬＥＤ）を保護する機能以外に、有機発光素子（Ｏ
ＬＥＤ）から発生した光の効率的な放出に一助となる。キャッピング層２２２は、２０な
いし２００ｎｍの厚さに形成される。対向電極２１５の端部（ｅｄｇｅ）からキャッピン
グ層２２２の端部（ｅｄｇｅ）までの距離は、５０ないし１５０μｍである。
【０１１８】
　多孔性遮断層２２２４は、ＬｉＦ、ＭｇＦ２またはＣａＦ２の無機物からなる。多孔性
遮断層２２２４は、キャッピング層２２２を覆うように形成される。多孔性遮断層２２２
４は、第１無機膜３０１を形成する過程で使われるプラズマなどが有機発光素子（ＯＬＥ
Ｄ）に浸透して中間層２１４及び対向電極２１５に損傷を起こさないように、プラズマな
どを遮断する役割を行う。多孔性遮断層２２２４の厚さは、３０ないし２００ｎｍの厚さ
に形成される。キャッピング層２２２の端部（ｅｄｇｅ）から多孔性遮断層２２２４の端
部（ｅｄｇｅ）までの距離は、５０ないし１５０μｍである。本実施例で多孔性遮断層２
２２４は、ピンホール（Ｐｉｎ－ｈｏｌｅ）構造を有するフッ化リチウム（ＬｉＦ）から
なる。
【０１１９】
　多孔性遮断層２２２４は、大きな双極子モーメント（ｄｉｐｏｌｅ　ｍｅｍｅｎｔ）を
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有する場合がある。多孔性遮断層２２２４と対向電極２１５とが接触する場合、多孔性遮
断層２２２４の前記大きな双極子モーメントが対向電極２１５に影響を与え、これにより
、対向電極２１５の表面で酸化反応が発生する可能性がある。対向電極２１５が酸化され
ることにより、有機発光素子の画素縮小現象が発生する。例えば、対向電極２１５がＭｇ
で形成され、多孔性遮断層２２２４がＬｉＦで形成される場合、下記化学式１のような酸
化反応が発生する恐れがある。
【０１２０】
【化２】

【０１２１】
　前記化学式１のような酸化反応によって、対向電極２１５が酸化されることにより、有
機発光素子の画素縮小現象が発生する恐れがある。本発明の一実施例によれば、キャッピ
ング層２２２が対向電極２１５を完全に覆うように形成されることで、多孔性遮断層２２
２４と対向電極２１５とが接触できなくなる。したがって、多孔性遮断層２２２４と対向
電極２１５との表面反応を防止することによって、多孔性遮断層２２２４による対向電極
２１５の酸化を根本的に防止することができる。これにより、対向電極２１５の酸化によ
る画素縮小現象を防止することができる。
【０１２２】
　保護層２２２０上には、多孔性無機膜２３０１が形成される。多孔性無機膜２３０１は
、例えば、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）からなる。多孔性無機膜２３０１は、スパッタ
リング法によって所定の厚さを有して形成されるが、多孔性遮断層２２２４上に蒸着され
る多孔性無機膜２３０１は、多孔性遮断層２２２４の結晶構造によって成長する。すなわ
ち、ピンホール（Ｐｉｎ－ｈｏｌｅ）構造を有する多孔性フッ化リチウム（ＬｉＦ）上に
形成される多孔性無機膜２３０１には、微細クラックが全体として存在する。
【０１２３】
　一方、多孔性無機膜２３０１上に形成される第１有機膜３０２は、高分子有機化合物で
構成され、高分子有機化合物では、ガスが放出される（Ｏｕｔｇａｓｓｉｎｇ）現象が発
生する恐れがある。放出されたガスは、有機発光素子（ＯＬＥＤ）方向に浸透しうる。こ
の際、無機膜がパーティクルなどによって割れてクラックが発生した場合は、有機化合物
で発生したガスが無機膜に発生したクラックに集中して、有機発光素子（ＯＬＤＥ）の対
向電極２１５を酸化させて、暗点（Ｄａｒｋｓｐｏｔ）を誘発させる。
【０１２４】
　しかし、本実施例によれば、多孔性無機膜２３０１及び多孔性遮断層２２２４には、全
体として微細クラックが存在するので、第１有機膜３０２でガスが放出されても、発生し
たガスがいずれか一地点に集中しない。すなわち、第１有機膜３０２で発生したガスは、
多孔性無機膜２３０１及び多孔性遮断層２２２４に全体として存在する微細クラックによ
って広く拡散されるので、いずれか一地点の対向電極２１５が酸化されず、その結果、暗
点として発現しない。すなわち、平均効果（ａｖｅｒａｇｅ　ｅｆｆｅｃｔ）により第１
有機膜３０２から由来した排出ガスなどの対向電極２１５や中間層２１４に損傷を加える
物質が、一定部分に集中することが防止可能なので、対向電極２１５や中間層２１４の局
部的な損傷を最大限抑制して、暗点の発現を遅延させることができる。ここで、平均効果
とは、アウトガス（ｏｕｔｇａｓ）物質が一部分に集中せず、全体として広がる効果を意
味する。多孔性膜を使用せず、アウトガス物質が拡散し難い緻密な膜を使用する場合、ア
ウトガス物質は、緻密な膜の欠陥部位、すなわち、異物やスクラッチなどによって形成さ
れたピンホールを通じて広がるので、アウトガス物質が欠陥部位に集中する。これにより
、欠陥部位で対向電極と画素電極との間の中間層がダメージ（ｄａｍａｇｅ）を受けて、
ダークスポット（ｄａｒｋ　ｓｐｏｔ）が発生し、このダークスポットが成長し続ける、
いわゆる進行性暗点が発生する。多孔性遮断層２２２４及び多孔性無機膜２３０１を使う
ことによって、平均効果で、前記欠陥部位にアウトガス物質が局部的に集中せず、全体と
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して均一に拡散されて進行性暗点を作らなくなる。これにより、有機発光表示装置２０の
製品寿命を延長して、製品の信頼性を向上させうる。
【０１２５】
　第１有機膜３０２は、多孔性無機膜２３０１上に形成され、画素定義膜２１３による段
差を平坦化できるように、所定の厚さに形成することができる。第１有機膜３０２は、エ
ポキシ、アクリレート、またはウレタンアクリレートのうち、いずれか一つを含むことが
できる。第１有機膜３０２の面積は、多孔性無機膜２３０１の面積よりも小さく形成され
る。第１有機膜３０２の面積は、多孔性遮断層２２２４の面積よりも大きく形成される。
これにより、第１有機膜３０２の面積が拡張されることによって、パネル外郭部での透湿
を効率よく防止することができる。
【０１２６】
　第２無機膜３０３は、多孔性無機膜２３０１と第１有機膜３０２とを取り囲むように形
成される。すなわち、第１有機膜３０２は、多孔性無機膜２３０１と第２無機膜３０３と
により全体として取り囲まれるので、外部の水分や酸素の浸透が効率よく防止される。
【０１２７】
　第２無機膜３０３は、例えば、ＳｉＮｘまたはＳｉＯｘで形成され、化学気相蒸着法（
ＣＶＤ）により所定の厚さに形成される。したがって、第１有機膜３０２上にパーティク
ルが存在しても、パーティクルによって形成される段差を十分にカバーすることができる
。また、第２無機膜３０３は、プラズマを使用しない化学気相蒸着法によって形成される
ので、第２無機膜３０３の形成時、第１有機膜３０２に損傷を与えず、これにより、第１
有機膜３０２でガスが発生する現象を防止することができる。
【０１２８】
　一方、第２無機膜３０３は、多孔性無機膜２３０１よりも大きく形成され、表示領域Ａ
Ａの外部で層間絶縁膜２０５と直接接することができる。また、第２無機膜３０３は、層
間絶縁膜２０５と同じ材質で形成されてもよい。これにより、第２無機膜３０３と層間絶
縁膜２０５との接合力が向上しうる。
【０１２９】
　第２無機膜３０３上には、第２有機膜３０４と第３無機膜３０５とが形成され、封止層
３００の外面には、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）からなる第４無機膜（図示せず）がさ
らに形成されてもよい。第２有機膜３０４は、エポキシ、アクリレート、またはウレタン
アクリレートのうち、いずれか一つを含み、所定の厚さに形成される。第２有機膜３０４
は、多孔性無機膜２３０１に発生した膜ストレスを緩和させ、パーティクルなどが存在し
ても、これを平坦に覆う。第２有機膜３０４の面積は、第１有機膜３０２の面積よりも大
きく形成される。これにより、第２有機膜３０４の面積が拡張されることによって、パネ
ル外郭部での透湿を効率よく防止することができる。
【０１３０】
　第３無機膜３０５は、第２有機膜３０４をカバーする。一方、第３無機膜３０５は、第
２無機膜３０３と同じ材質で形成される。第３無機膜３０５は、第２無機膜３０３よりも
大きく形成され、表示領域ＡＡの外部で層間絶縁膜２０５と直接接することができる。ま
た、第３無機膜３０５は、層間絶縁膜２０５と同じ材質で形成されてもよい。これにより
、第３無機膜３０５と層間絶縁膜２０５との接合力が向上しうる。
【０１３１】
　かような封止層３００は、交互に配された複数層の追加的な無機膜及び有機膜をさらに
含み、無機膜及び有機膜の積層回数は限定されない。
【０１３２】
　また、封止層３００の上面には、保護フィルム（図示せず）が付着されるが、保護フィ
ルム（図示せず）の付着力が強い場合は、保護フィルム（図示せず）の除去時に封止層３
００まで剥離される恐れがある。したがって、保護フィルム（図示せず）との付着力が弱
い酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）からなる第４無機膜（図示せず）をさらに形成すること
によって、かような問題を解決することができる。
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【０１３３】
　図８ないし図１０は、図１の有機発光表示装置１０の製造方法を概略的に示す断面図で
ある。一方、ディスプレイ部２００は、図３の図示及び説明と同様なので、図８ないし図
１０では、ディスプレイ部２００の構成を省略した。
【０１３４】
　以下、図８ないし図１０を、図４と共に参照して、有機発光表示装置１０の製造方法を
説明する。
【０１３５】
　まず、図８に示されたように、基板１０１上に表示領域を定義するディスプレイ部２０
０を形成する。ディスプレイ部２００は、図３で例示した構成を有し、かつ、公知された
多様な有機発光ディスプレイが適用されるので、その具体的な製造方法は省略する。ただ
し、ディスプレイ部２００は、表示領域の外郭にまで形成されるバッファ層２０１、ゲー
ト絶縁膜２０３、及び層間絶縁膜２０５を含む。ここで、層間絶縁膜２０５は、ゲート電
極（図３の２０４）とソース電極（図３の２０６）との間、及びゲート電極（図３の２０
４）とドレイン電極（図３の２０７）との間に配され、これらの間の絶縁のためのもので
あって、ＳｉＮｘ、ＳｉＯ２のような無機物で形成することができる。
【０１３６】
　次いで、図９のように、ディスプレイ部２００上に保護層２２０を形成する。
【０１３７】
　保護層２２０は、ａ－ＮＰＤ、ＮＰＢ、ＴＰＤ、ｍ－ＭＴＤＡＴＡ、Ａｌｑ３またはＣ
ｕＰｃなどの有機物からなるキャッピング層２２２とフッ化リチウム（ＬｉＦ）からなる
遮断層２２４を含む。
【０１３８】
　キャッピング層２２２は、対向電極２１５を覆うように形成する。キャッピング層２２
２が対向電極２１５を完全に覆うように形成されることで、遮断層２２４と対向電極２１
５とが接触できなくなる。したがって、遮断層２２４と対向電極２１５との表面反応を防
止することによって、遮断層２２４による対向電極２１５の酸化を根本的に防止すること
ができる。これにより、対向電極２１５の酸化による画素縮小現象を防止することができ
る。
【０１３９】
　次いで、図１０のように第１無機膜３０１、第１有機膜３０２、第２無機膜３０３、第
２有機膜３０４、及び第３無機膜３０５を順次に形成する。
【０１４０】
　第１無機膜３０１は、酸化アルミニウム（ＡｌＯｘ）からなってもよい。また、第１無
機膜３０１は、スパッタリング法によって所定の厚さに形成される。
【０１４１】
　一方、フッ化リチウム（ＬｉＦ）をして全体としてピンホール（Ｐｉｎ－ｈｏｌｅ）構
造を持たせ、遮断層２２４上に蒸着される第１無機膜３０１は、遮断層２２４の結晶構造
に沿って成長するので、第１無機膜３０１に微細クラックが全体として存在しうる。した
がって、第１無機膜３０１上に形成される第１有機膜（図１０の３０２）でガスが発生し
ても、発生したガスは、第１無機膜３０１及び遮断層２２４に全体として存在する微細ク
ラックによって広く拡散（Ａｖｅｒａｇｅ　Ｅｆｆｅｃｔ）され、いずれか１つの地点に
集中することが防止される。したがって、対向電極２１５の酸化、及びこれによる暗点発
現を防止することができる。
【０１４２】
　第１有機膜３０２は、画素定義膜（図３の２１３）による段差を平坦化可能に所定の厚
さに形成しうる。第１有機膜３０２は、エポキシ、アクリレート、またはウレタンアクリ
レートのうち、いずれか一つを含むことができる。第１有機膜３０２の面積が遮断層２２
４の面積よりは大きく、第１無機膜３０１の面積よりも小さく形成することができる。こ
れにより、第１有機膜３０２の面積が拡張されることによって、パネル外郭部での透湿を
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効率よく防止することができる。
【０１４３】
　第２無機膜３０３は、第１無機膜３０１と第１有機膜３０２とを取り囲むように形成さ
れる。すなわち、第１有機膜３０２は、第１無機膜３０１と第２無機膜３０３とにより全
体として取り囲まれるので、外部の水分や酸素の浸透が効率よく防止される。
【０１４４】
　第２無機膜３０３は、例えば、ＳｉＮｘで形成され、化学気相蒸着法（ＣＶＤ）により
所定の厚さに形成される。したがって、第１有機膜３０２上にパーティクルが存在しても
、パーティクルによって形成される段差を十分にカバーすることができる。また、第２無
機膜３０３は、プラズマを使用しない化学気相蒸着法によって形成されるので、第２無機
膜３０３の形成時、第１有機膜３０２に損傷を与えず、これにより、第１有機膜３０２で
ガスが発生する現象を防止することができる。
【０１４５】
　一方、第２無機膜３０３は、第１無機膜３０１よりも大きく形成され、表示領域の外部
で層間絶縁膜２０５と直接接する。また、第２無機膜３０３は、層間絶縁膜２０５と同じ
材質で形成されてもよい。この場合、第２無機膜３０３と層間絶縁膜２０５との接合力が
向上する。したがって、第２無機膜３０３がパーティクルをカバーできるほどの厚さに形
成されることにより、膜ストレスが増加しても、第２無機膜３０３の剥離を防止し、これ
により、外部の水分や酸素の浸透を効率よく防止することができる。
【０１４６】
　第２有機膜３０４は、エポキシ、アクリレート、またはウレタンアクリレートのうち、
いずれか１つを含み、所定の厚さに形成される。第２有機膜３０４は、第１無機膜３０１
に発生した膜ストレスを緩和させ、パーティクルなどが存在してもこれを平坦に覆う。
【０１４７】
　第３無機膜３０５は、第２有機膜３０４をカバーする。第３無機膜３０５は、化学気相
蒸着法によって形成されて、第２有機膜３０４に損傷を与えない。
【０１４８】
　このような封止層３００は、交互に配された複数層の追加的な無機膜及び有機膜をさら
に含め、無機膜及び有機膜の積層回数は制限されない。
【０１４９】
　本発明によるフレキシブルディスプレイ装置は、前記のように説明された実施例の構成
と方法とが限定的に適用されるものではなく、前記実施例は、多様な変形がなされるよう
に、各実施例の全部または一部が選択的に組み合わせて構成されてもよい。
【０１５０】
　また、以上では本発明の望ましい実施例について図示及び説明したが、本発明は、前述
した特定の実施例に限定されず、特許請求の範囲で請求する本発明の要旨を外れず、当該
発明が属する技術分野で当業者によって、多様な変形実施が可能であることはいうまでも
なく、かような変形実施は、本発明の技術的思想や展望から個別的に理解されてはならな
い。
【符号の説明】
【０１５１】
　１０、２０　　有機発光表示装置
　１０１　　基板
　２００　　ディスプレイ部
　２０１　　バッファ層
　２０２　　活性層
　２０３　　ゲート絶縁膜
　２０４　　ゲート電極
　２０５　　層間絶縁膜
　２０６　　ソース電極
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　２０７　　ドレイン電極
　２０８　　パッシベーション層
　２１１　　画素電極
　２１３　　画素定義膜
　２１４　　中間層
　２１５　　対向電極
　２２０　　保護層
　２２２　　キャッピング層
　２２４　　遮断層
　３００　　封止層
　３０１　　第１無機膜
　３０２　　第１有機膜
　３０３　　第２無機膜
　３０４　　第２有機膜
　３０５　　第３無機膜
　２３００　　封止層
　２２２４　　多孔性遮断層
　２３０１　　多孔性無機膜
　ＴＦＴ　　薄膜トランジスタ
　ＯＬＥＤ　　有機発光素子

【図１】
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